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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein optoelek-
tronisches Halbleiterbauelement mit den im Anspruch 1
genannten Merkmalen, insbesondere betrifft die vorlie-
gende Erfindung eine Hochleistungslaserdiode mit einer
vorteilhaften Energieabstrahlung im Fernfeld, d.h. Ab-
strahlung mit einem schmalen vertikalen Fernfeld.
[0002] Generell besitzen kantenemittierende Laserdi-
oden eine aktive Schicht, welche in Halbleiterschichten
eingebettet sind, die sich durch ihre Bandliicken, Brech-
zahlen und Dotierung voneinander unterscheiden. Die
Schichten unterhalb und oberhalb der aktiven Schicht
unterscheiden sich durch den Leitungstyp (n oder p). Ne-
ben der Gewahrleistung des Transports von Elektronen
und Loéchern zur aktiven Schicht, wo sie stimuliert rekom-
binieren und Laserstrahlung erzeugen, dienen diese
Schichten der vertikalen Fliihrung des Laserlichtes. Die
der aktiven Schicht benachbarten Schichten werden als
Wellenleiterschichten bezeichnet, die diesen Schichten
benachbarten als Mantelschichten. Typischerweise ist
die Brechzahl der aktiven Schicht gréRer als die der Wel-
lenleiterschichten und die Brechzahl der Wellenleiter-
schichten grofRer als die der Mantelschichten. Jedoch
sind auch andere Konfigurationen mdéglich (z.B. Vertical
ARROW, Photonic Band Crystal).

[0003] Die aktive Schicht bestehtbei modernen Laser-
dioden vorzugsweise aus Quantentrogen (Topfschich-
ten), die durch sogenannte Barrieren (Barriereschichten)
begrenzt sein kdnnen und im Falle von Multiquantentro-
gendurch Barrieren begrenzt sein miissen. Die Barrieren
besitzen eine grolRere Bandliicke und somitim Allgemei-
nen auch eine kleinere Brechzahl als die Quantentrége.
Eine weitere Variante sind Quantenpunkte oder Quan-
tendrahte oder deren Kombination mit Quantentrégen.
Die Dicke der Quantentroge und Barrieren liegt im Be-
reich von 1 bis 30 nm, um Quanteneffekte ausnutzen zu
kénnen.

[0004] Fir eine effektive Nutzung von Hochleis-
tungslaserdioden wird ein méglichst schmales vertikales
Fernfeld bendtigt, um eine groRtmdgliche Kopplung in
optische Systeme zu erreichen. Um Diodenlaser mit
schmalem vertikalen Fernfeld < 30° (volle Halbwertsbre-
ite) zu realisieren, ist es bekannt, dass gefiihrte Moden
mit breitem Nahfeld nétig sind. Es ist aus D. Botez, AP-
PLIED PHYSICS LETTERS VOLUME 74, NO. 21, 24
MAY 1999 bekannt, dass mit konventionellen Strukturen
zwei Optionen verfugbar sind, um eine Mode mit
schmalem vertikalen Fernfeld zu generieren: extrem
dinne (< 0.3wm) oder extrem dicke (> 3um) Wellenleiter.
Haufig werden dicke Wellenleiter bevorzugt, weil diinne
Wellenleiter mit Schichtdicken < 0.3 um schwer re-
produzierbar zu wachsen sind. Jedoch besitzen dicke
Wellenleiter mit Schichtdicken > 3 um eine Reihe von
Nachteilen, beispielsweise kénnen die optischen Ver-
luste und der elektrische Bahnwiderstand erhéht sein.
Da der elektrische Bahnwiderstand hauptsachlich durch
den p-dotierten Anteil des Wellenleiters verursacht wird,
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kann dieser nachteilige Effekt reduziert werden, indem
asymmetrische Wellenleiterschichten verwendet wer-
den, bei denen die aktive Schicht asymmetrisch im
Wellenleiter eingefiigt ist, so dass die Dicke der p-lei-
tenden Wellenleiterschicht kleiner als die Dicke der n-
leitenden Wellenleiterschicht ist (sog. asymmetrischer
Wellenleiter).

[0005] Ein weiterer Nachteil der Strukturen mit dicken
Wellenleiterschichten ist die geringe Uberlappung des
optischen Feldes mit der aktiven Schicht, was zu einer
Verschlechterung der Lasereigenschaften wie Schwel-
lenstrom, Wirkungsgrad und deren Temperaturabhén-
gigkeit fihrt. Um dies zumindest teilweise zu kompen-
sieren, werden typischerweise anstelle von einem Quan-
tentrog (nachfolgend auch Quantentopf genannt) zwei
oder mehr Quantentrége in der aktiven Schicht imple-
mentiert. Die Quantentrége haben eine gréRere Brech-
zahl als Wellenleiter- und (dazwischen liegende) Barri-
ereschichten und wirken so als ein zusatzlicher Wellen-
leiter, welcher das Modenprofil andert und zu einem ver-
breitertem Fernfeld fihrt. Beispielsweise wird in breiten,
asymmetrischen Strukturen die vertikale Wellenfiihrung
insofern beeinflusst, dass das vertikale Fernfeld seitliche
"Schultern" bekommt, wodurch der Winkel, innerhalb
dessen ein vordefinierter Teil der Strahlungsleistung
(beispielsweise 95% der Strahlungsleistung) einge-
schlossen ist, deutlich vergréRert wird, mit anderen Wor-
ten die emittierte Strahlung eine ungewollt gréRere ver-
tikale Divergenz aufweist. Symmetrische Strukturen er-
geben typischerweise ein verbreitetes Fernfeld ohne
Schultern.

[0006] US 5,739,543 offenbart einen Halbleiterlaser
mit einer aktiven Schicht, die eine Quantentopfstruktur
aufweist, bei der mindestens eine Topfschicht und min-
destens zwei Barriereschichten abwechselnd aufeinan-
der geschichtet sind, wobei die den angrenzenden
Schichten (optical confinement layer) nachstgelegenen
Barriereschichten eine Brechzahl aufweisen, die kleiner
oder gleich als die Brechzahl der jeweils angrenzenden
optical confinement layer ist. Jedoch weist der Halblei-
terlaser aufgrund der geringen Wellenleiterdicke von 400
nm eine Abstrahlung mit relativ hoher Divergenz bezo-
gen auf das vertikale Fernfeld auf.

[0007] Malag und Mroziewicz: "Vertical Beam Diver-
gence of Double-Barrier Mulitquantum Well (DBMQW)
(AlGa)As-Heterostructure Lasers, Journal of Lightwave
technologies, Bd. 14 Nr. 6, Juni 1996, bietet eine theo-
retische Analyse der vertikalen Strahldivergenz eines
modifizierten (AlGa)As-Lasers Heterostruktur, wobei
dinne Barriereschichten mit weiter Energieliicke an
Schnittstellen zwischen einer Multiquantentopf-Aktivre-
gion und Mantelschichten eingefligt sind.

[0008] Erbert und andere: "High brightness diode la-
sers with narrow vertical divergence", Proceedings of
SPIE, Vo. 6909, / Jannuar 2008, diskutiert prinzipielle
Anordnungen fir niedrigdivergente Diodenlaser wie ein-
fache breite Wellenleiter und raffiniertere, resonante
Wellleiter.
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[0009] US 5,467,364 beschreibt einen Halbleiterlaser
mit carrier block Schichten, beidseitig auf dem AuReren
eines aktive Schicht geformt, und waveguide Schichten,
die beidseitig auf dem AuReren der carrier block Schich-
ten angeordnet sind. Weiterhin sind clad Schichten so
angeordnet, dass die waveguide Schichten zwischen
den clad Schichten wie in einem Sandwich liegen.
[0010] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Hochleistungslaserdiode anzugeben, die eine
Abstrahlung mitgeringer Divergenz bezogen aufdas ver-
tikale Fernfeld aufweist. Dadurch soll insbesondere eine
effiziente Einkopplung der Laserstrahlung in optische
Systeme, z.B. eine Lichtleitfaser, gewahrleistet werden.
[0011] Durch ein geeignetes Design der aktiven
Schicht sowie der Wellenleiterschichten kénnen die Auf-
gaben der Erfindung gel6st werden. Dazu wird eine ak-
tive Zone mit Quantentrégen und Barrieren vorgesehen,
wobei die Zusammensetzung und die Dicke der Quan-
tentrégen und der Barrieren geeignet ausgewahlt wer-
den. Weiterhin wird die Gesamtdicke der beiden Wellen-
leiterschicht geeignet gewahlt.

[0012] Das erfindungsgemafRe Halbleiterbauelement
weist eine aktive Schicht auf, die zur Strahlungserzeu-
gung geeignet ist, wobei die aktive Schicht eine Quan-
tentopfstruktur aufweist, bei der mindestens eine Topf-
schicht und mindestens zwei Barriereschichten abwech-
selnd aufeinander geschichtet sind, wobei die mindes-
tens eine Topfschicht eine Elektronenenergie aufweist,
die kleiner als die Elektronenenergie der Barriereschich-
ten ist, und wobei die jeweils den Wellenleiterschichten
nachstgelegenen Barriereschichten erfindungsgeman
eine Elektronenenergie aufweisen, die héher als die
Elektronenenergie der jeweils angrenzenden Wellenlei-
terschicht ist und wobei die Summe der Dicke der ersten
Wellenleiterschicht und der zweiten Wellenleiterschicht
groRer als 2 um betragt.

[0013] Vorzugsweise weisen alle Barriereschichten ei-
ne Brechzahl auf, die (bevorzugt) kleiner (oder gleich)
als die Brechzahl der jeweils angrenzenden Wellenlei-
terschicht ist.

[0014] Vorzugsweise betrdgtdie Summe derDicke der
ersten Wellenleiterschicht und der zweiten Wellenleiter-
schicht groRer als 3 wm. Vorzugsweise betragt die Sum-
me der Dicke der ersten Wellenleiterschicht und der
zweiten Wellenleiterschicht gréRer als 4 um. Vorzugs-
weise betragt die Summe der Dicke der ersten Wellen-
leiterschicht und der zweiten Wellenleiterschicht gréRer
als 5 wm. Vorzugsweise betragt die Summe der Dicke
der ersten Wellenleiterschicht und der zweiten Wellen-
leiterschicht gréRer als 6 um.

[0015] Vorzugsweise betrdgtdie Summe derDicke der
ersten Wellenleiterschicht und der zweiten Wellenleiter-
schichtkleinerals 10 wm. Vorzugsweise betragtdie Sum-
me der Dicke der ersten Wellenleiterschicht und der
zweiten Wellenleiterschicht kleiner als 8 pm.

[0016] Besonders bevorzugt betrdgt die Summe der
Dicke der ersten Wellenleiterschicht und der zweiten
Wellenleiterschicht zwischen 2 und 6 pm. Weitere be-
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vorzugte Intervalle sind 2-3 pum, 3-4 pum, 4-5 um und 5-6
pm. Abhangig von der Vorgabe kann das Spannungs-
verhaltnis zwischen geringen optischen Verlusten und
einem geringen elektrischem Bahnwiderstand (erfordert
eine geringe Gesamtwellenleiterdicke) einerseits und ei-
ner geringen Fernfelddivergenz (erfordert eine grof3e
Gesamtwellenleiterdicke) andererseits in den genannten
Intervallen optimal gestaltet werden, wobei stets die Bar-
riereschichten eine Brechzahl aufweisen, die bevorzugt
kleiner oder gleich als die Brechzahl der jeweils angren-
zenden Wellenleiterschicht ist.

[0017] Es wurde gefunden, dass eine Abstrahlung mit
relativ geringer Divergenz bezogen auf das vertikale
Fernfeld erreicht werden kann, wenn ein Halbleiterbau-
element eine relativhohe Gesamtwellenleiterdicke sowie
eine Quantentopfstruktur aufweist, beider die jeweils den
Wellenleiterschichten nachstgelegenen Barriereschich-
ten eine Elektronenenergie aufweisen, die hoher als die
Elektronenenergie der jeweils angrenzenden Wellenlei-
terschicht ist. Insbesondere wurde gefunden, dass ent-
sprechende Quantentopfstrukturen erst ab einer be-
stimmten Gesamtwellenleiterdicke zu einer Verringe-
rung der Fernfelddivergenz fiihren. Um die allgemein be-
kannten Nachteile eines dicken Wellenleiters (optischen
Verluste und der elektrische Bahnwiderstand) weiter zu
kompensieren, ist es bevorzugt, asymmetrische Wellen-
leiterschichten zu verwenden, bei denen die aktive
Schicht asymmetrisch im Wellenleiter eingefuigt ist, so
dass die Dicke der p-leitenden Wellenleiterschicht klei-
ner als die Dicke der n-leitenden Wellenleiterschicht ist.
Dadurch kann der elektrische Bahnwiderstand, der
hauptsachlich durch den p-dotierten Anteil des Wellen-
leiters verursacht wird, weiter verringert werden. Alter-
nativ ist es auch maoglich, dass die die Dicke der n-lei-
tenden Wellenleiterschicht kleiner als die Dicke der p-
leitenden Wellenleiterschicht ist.

[0018] Vorzugsweise weisen die jeweils nachstgele-
genen Barriereschichten eine Schichtdicke von kleiner
als 25nm, bevorzugter kleiner als 15 nm, noch bevorzug-
ter kleiner als 12 nm und noch bevorzugter kleiner als 8
nm auf, wodurch die (die Quantentrége einschlieRenden)
Barrieren die relativ hohe Brechzahl der Quantentrége
zumindest teilweise kompensieren. Dadurch kann mehr
Energie unter einem geringen Winkel (bezogen auf das
Fernfeld) abgestrahlt werden. Vorzugsweise sind die
Schichtdicke der mindestens einen Topfschicht und/oder
die Schichtdicke der mindestens zwei Barriereschichten
homogen. Vorzugsweise sind die Schichtdicke der min-
destens einen Topfschicht und der mindestens zwei Bar-
riereschichten gleich groR. Vorzugsweise betragt die
Schichtdicke der mindestens einen Topfschicht zwi-
schen 1-25 nm, bevorzugter zwischen 5-20 nm. Vorzugs-
weise sind die Schichtdicken der mindestens einen Topf-
schicht uniform und gleich. Vorzugsweise sind die
Schichtdicken der mindestens zwei Barriereschichten
uniform und gleich.

[0019] Vorzugsweise ist ein Rippenwellenleiter im Be-
reich der zweiten Wellenleiterschicht und der zweiten
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Mantelschicht vorgesehen. Vorzugsweise betragt das
Verhaltnis der Dicke der ersten Wellenleiterschicht zur
Dicke der zweiten Wellenleiterschicht zwischen 1.5 und
10, bevorzugt zwischen 2 und 5. Vorzugsweise betragt
die Breite des Rippenwellenleiters groRer 2 pum, bevor-
zugt groéBer als 4 pm.

[0020] Eine bevorzugte Variante ist die Verwendung
von Barrieren aus GaAsP mit Phosphorgehalten grof3er
20 % zur Einbettung von InGaAs - Quantentrégen. Da
die Dicke dieser Barrieren hinreichend klein ist, kbnnen
die Barrieren auch hochverspannt sein. Eine weitere be-
vorzugte Ausfihrungsform ist die Verwendung von
schwachverspannten AlGaAs-Barrieren mit geeignetem
Aluminium-Gehalt (>= 40 %) zur Einbettung von GaAsP-
Quantentrégen. Ein weiteres bevorzugtes Barrierenma-
terial ist InGaP. Generell sind alle Verbindungshalbleiter
bestehend aus den Elementen der Hauptgruppe 3 (Al,
Ga, In) und den Elementen der Hauptgruppe 5 (N, P, As,
Sb) des Periodensystems geeignet.

[0021] Die Ursache fir das Entstehen der uner-
wiinschten Verbreitung des Fernfelds (z.B. als Schultern
in asymmetrischer Strukturen) besteht darin, dass die
Quantentrége eine groRere Brechzahl als die Wellenlei-
terschichten besitzen, so dass die aktive Schicht selbst
als Wellenleiter wirkt (besonders bei einer VergréRerung
der Zahl der Quantentrége). Das neue Design besteht
darin, die Zusammensetzung des Verbindungshalblei-
ters und die Dicke der die Quantentrége einschlielenden
Barrieren so zu wahlen, dass die groe Brechzahl der
Quantentrége zumindest teilweise kompensiert wird.
[0022] Herkdmmlicherweise dienen die Barrieren le-
diglich dazu, die Quantentrége voneinander zu separie-
ren und die Ladungstrager (Elektronen und Lécher) in
den Quantentrégen einzuschlieen. Der grundlegende
Gedanke der Erfindung betrifft jedoch eine neue, zusatz-
liche Funktion der Barrieren, namlich die Kompensation
derhohen Brechzahlen der Quantentrége, insbesondere
soll die Brechzahl der Barriereschichten niedriger sein
als die Brechzahl der angrenzenden Weflenfeiterschich-
ten.

[0023] Die Quantentrdbge weisen vorzugsweise eine
Brechzahl auf, die zwischen 0.05 - 0.7 (bevorzugter zwi-
schen 0.15 - 0.6, noch bevorzugter mindestens 0.2 - 0.4)
groRer als die Brechzahl des angrenzenden Wellenlei-
ters bezogen auf die Emissionswellenlange der aktiven
Schicht ist. Die Barriereschichten weisen vorzugsweise
eine Brechzahl auf, die zwischen 0.01 und 0.4 (bevor-
zugter zwischen 0.05 und 0.3 und noch bevorzugter zwi-
schen 0.1 und 0.25) kleiner als die Brechzahl der angren-
zenden Wellenleiterschichten bezogen auf die Wellen-
lange der durch die aktive Schicht emittierten elektroma-
gnetischen Strahlung ist. Die Brechzahl des Wellenlei-
ters liegt vorzugsweise im Bereich 3.25 bis 3.55, und die
Brechzahl der Quantentrége liegt vorzugsweise im Be-
reich 3.4 bis 3.8.

[0024] Die von der aktiven Schicht emittierte elektro-
magnetische Strahlung weist vorzugsweise eine Zentral-
wellenldnge zwischen 200 nm bis 12 pm, bevorzugter
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280 nm bis 1600 nm, und noch bevorzugter zwischen
600 nm bis 1100 nm auf.

[0025] Als Barriereschichten werden samtliche, die
Quantentrége voneinander separierenden Schichten
verstanden, wobei die Quantentrége (auch Topfschich-
ten genannt) die eigentliche Emission realisieren. Vor-
zugsweise kann beim erfindungsgemaflen Halbleiter-
bauelement auf weitere, im Wellenleiter oder in den Man-
telschichten integrierte Zusatzschichten mit zum Wellen-
leiter/zur Mantelschicht unterschiedlichen Brechzahlen
verzichtet werden, wodurch die Fertigungskosten verrin-
gertwerden kdnnen, da eine Brechzahlkompensation di-
rekt durch die Barriereschichten bei gleichzeitig relativ
diinnen Wellenleiterschichten erreicht werden kann. Mit
anderen Worten kénnen die Wellenleiterschichten/Man-
telschichten der vorliegenden Erfindung jeweils mit ho-
mogener Brechzahl/Schichtdicke Uber ihre gesamte
Schichtdicke verwendet werden. Vorzugsweise kontak-
tieren die Wellenleiterschichten direkt die aktive Schicht
und die Mantelschichten kontaktieren direkt die Wellen-
leiterschichten, ohne dass dazwischen weitere Schich-
ten zur Kompensation der Brechzahl angeordnet sind.
[0026] Vorzugsweise weist die von der aktiven Schicht
emittierte elektromagnetische Strahlung eine Zentral-
wellenldnge zwischen 1,24 pm bis 0.59 um auf.

[0027] Vorzugsweise sind die aktive Schicht, die erste
Wellenleiterschicht, die zweite Wellenleiterschicht, die
erste Mantelschicht und die zweite Mantelschicht jeweils
als halbleitende Schichten ausgebildet, wobei sich der
Leitungstyp der ersten Wellenleiterschicht und der ersten
Mantelschicht vom Leitungstyp der zweiten Wellenleiter-
schicht und der zweiten Mantelschicht unterscheidet.
Vorzugsweise ist die aktive Schicht asymmetrisch inner-
halb der Wellenleiterschichten angeordnet.

[0028] Vorzugsweise weist die Quantentopfstruktur
zwischen 1 und 20 Topfschichten, bevorzugt zwischen
1 und 10 Topfschichten und noch bevorzugter zwischen
1 und 6 Topfschichten auf. Vorzugsweise bestehen
samtliche Schichten der aktiven Schicht aus jeweils ei-
nem Verbindungshalbleiter.

[0029] Vorzugsweise enthalt die Topfschicht und/oder
die Barriereschichten einen Verbindungshalbleiter mit
dem Element Phosphor, wobei der Phosphorgehalt der
mindestens einen Topfschicht geringer als der Phos-
phorgehalt der mindestens zwei Barriereschichten ist.
Vorzugsweise enthalt die Topfschicht und/oder die Bar-
riereschichten einen Verbindungshalbleiter mit dem Ele-
ment Aluminium, wobei der Aluminiumgehalt der min-
destens einen Topfschicht geringer als der Aluminium-
gehalt der mindestens zwei Barriereschichten ist. Vor-
zugsweise ist der Unterschied in den Elementanteilen
der mindestens zwei Barriereschichten gréRer als 0.2,
bevorzugter gréRer als 0.3, noch bevorzugter groRRer als
0.4 und noch bevorzugter gréRer als 0.5.

[0030] Vorzugsweise weist die mindestens eine Topf-
schicht eine Elektronenenergie unterhalb eines ersten
Grenzwerts und die Barriereschichten eine Elektronen-
energie oberhalb eines zweiten Grenzwerts auf, wobei
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der erste Grenzwert kleiner als der zweite Grenzwert ist.
[0031] Vorzugsweise ist die Breite des Rippenwellen-
leiters in Abhangigkeit von der Dicke der Wellenleiter-
schichten gewahlt.

[0032] Die vorliegende Erfindung offenbart weiterhin
ein Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Halbleiterbauelements mit mindestens einem der vorge-
nannten Merkmale, mit folgenden Verfahrensschritten:
Aufbringen einer ersten Mantelschicht auf ein Substrat,
Aufbringen einer ersten Wellenleiterschicht auf die erste
Mantelschicht, Aufbringen einer aktiven Schicht, die zur
Strahlungserzeugung geeignet ist, auf die erste Wellen-
leiterschicht, Aufbringen einer zweiten Wellenleiter-
schicht auf die aktive Schicht und Aufbringen einer zwei-
ten Mantelschicht auf die zweite Wellenleiterschicht, wo-
bei die aktive Schicht mit einer Quantentopfstruktur aus-
gebildet wird, die mindestens eine Topfschicht und min-
destens zwei Barriereschichten, die jeweils abwechselnd
aufeinander geschichtet sind, aufweist, wobei die min-
destens eine Topfschicht eine Elektronenenergie auf-
weist, die kleiner als die Elektronenenergie der Barrier-
eschichten ist, wobei die jeweils der ersten Wellenleiter-
schicht und der zweiten Wellenleiterschicht nachstgele-
genen Barriereschichten mit einer Elektronenenergie
ausgebildet wird, die héher als die Elektronenenergie der
jeweils angrenzenden Wellenleiterschicht ist und wobei
die erste Wellenleiterschicht und die zweite Wellenleiter-
schicht derart ausgebildet werden, dass die Summe der
Dicke der ersten Wellenleiterschicht und der zweiten
Wellenleiterschicht gréRer als 2 pum betragt.

[0033] Dieses Verfahren wird erfindungsgemaf zur
Herstellung eines optoelektronischen Halbleiterbauele-
ments nach allen Varianten der vorliegenden Erfindung
eingesetzt.

[0034] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausfiihrungsbeispielen naher erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 eine herkdmmliche Halbleiter-Laserdioden-
struktur sowie das Profil der Brechzahl und
der Bandlicke der einzelnen Schichten der
herkdbmmlichen Hafbleiter-Laserdiodenstruk-
fiur,

Fig. 2 die simulierte Intensitatsverteilung der Strah-
lung der in Fig. 1 gezeigten Laserdiode im
Fernfeld (5 cm Entfernung von der Austritts-
facette),

eine Halbleiter-Laserdiodenstruktur nach ei-
ner ersten Ausfiihrungsvariante der Erfindung
sowie das Profil der Brechzahl und der Band-
licke der einzelnen Schichten der erfindungs-
gemaRen Halbleiter-Laserdiodenstruktur,

Fig. 3a

eine Halbleiter-Laserdiodenstruktur nach ei-
ner zweiten Ausfiihrungsvariante der Erfin-
dung sowie das Profil der Brechzahl und der
Bandllicke der einzelnen Schichten der erfin-

Fig. 3b
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dungsgemafien Halbleiter-Laserdiodenstruk-
tur,

eine Halbleiter-Laserdiodenstruktur nach ei-
ner dritten Ausfiihrungsvariante der Erfindung
sowie das Profil der Brechzahl und der Band-
licke der einzelnen Schichten der erfindungs-
gemalen Halbleiter-Laserdiodenstruktur,

Fig. 3c

die simulierte Intensitatsverteilung der Strah-
lung der in Fig. 3a gezeigten Laserdiode im
Fernfeld bei 5 cm Entfernung von der Austritts-
facette,

Fig. 5 einen Vergleich der gemessenen Intensitats-
verteilung der Strahlung einer erfindungsge-
mafRen Laserdiode (gestrichelte Linie) und ei-
ner herkdbmmlichen Laserdiode (durchgezo-
gene Linie) im Fernfeld bei 5 cm Entfernung
von der Austrittsfacette,

Fig. 6 einen Vergleich herkdmmlicher Laserdioden
(Dreieck) und einer erfindungsgeméfien La-
serdiode (Quadrat) bezlglich der gemesse-
nen externen Quanteneffizienz als Funktion
des vertikalen Fernfeldes,

den schematischen Querschnitt durch einen
herkdbmmlichen Laser mit Rippenwellenleiter
sowie die Intensitatsverteilungen der dazuge-
hérigen Grundmode und der lateralen Mode
1. Ordnung,

Fig. 7.

den schematischen Querschnitt durch einen
erfindungsgemaRen Laser mit Rippenwellen-
leiter sowie die Intensitatsverteilungen der da-
zugehdrigen Grundmode und der lateralen
Mode 1. Ordnung,

Fig. 8

Fig. 9 die Abhangigkeit der Fernfelddivergenz von
der Gesamtwellenleiterdicke (Summe der Di-
cke von erstem Wellenleiter und zweitem Wel-
lenleiter) fur eine herkémmliche Quanten-
trogstruktur und eine erfindungsgemafie

Quantentrogstruktur.

[0035] Fig. 1 zeigt eine herkémmliche Halbleiter-La-
serdiodenstruktur, die auf einer Zentralwellenlange von
975 nm emittiert. Fig. 1 zeigt weiterhin in der Mitte und
unten das Profil der Brechzahl und der Bandliicke ent-
lang der in der Fig. 1 oben dargestellten Schichten. Die
Werte von Brechzahl und Bandlucke in der Mitte und
unten sind jeweils den exakt darlber dargestellten
Schichten (Fig. 3a-3c analog) zugeordnet. Fig. 2 zeigt
die Intensitatsverteilung der Transversal-Grundmode im
Fernfeld bei einer Entfernung von 5 cm von der Austritts-
facette. Die Halbleiter-Laserdiodenstruktur nach Fig. 1
weist druckverspannte InGaAs-Quantentrége 20 auf,
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welche in zugverspannte GaAs(0.8)P(0.2) - Barrieren-
schichten 22, 22a, 22b eingebettet werden. Die n-seitige
Mantelschicht wurde aus Al(0,4)Ga(0,6)As, der Wellen-
leiter aus Al(0,2)Ga(0,8)As und die p-seitige Mantel-
schicht aus Al(0,4)Ga(0,6)As hergestellt.

[0036] Ein relativ dicker Wellenleiter gibt ein kleines
vertikales Fernfeld (14° volle Halbwertsbreite), aber der
schnelle Abfall der Lichtintensitat im Wellenleiter ergibt
Schultern im Fernfeld und somit einen grof3en Fernfeld-
winkel. Daher ist der Fernfeldwinkel fir den gewahlten
Schichtaufbau, innerhalb dessen 95 % der Strahlungs-
leistung eingeschlossen ist, mit 38,7° deutlich vergrofRert
(Fig. 2). Die ungewollte Verbreiterung der Divergenz der
emittierten Strahlung im Fernfeld wird insbesondere
durch die Ausbildung sogenannter Schultern 24 hervor-
gerufen, weil die Quantentrége eine gréRere Brechzahl
(Fig. 1, Mitte) als die Wellenleiterschichten besitzen, so
dass bei einer VergréRerung der Zahl der Quantentrége
die aktive Schicht selbst als Wellenleiter wirkt.

[0037] Dies wird erfindungsgemal dadurch vermie-
den, dass die Barriereschichten 22, 22a, 22b eine gerin-
gere Brechzahl als die Wellenleiterschichten 12, 16 auf-
weisen (Fig. 3a, 3b und 3c). Die Barriereschichten 22,
22a, 22b dienen also nicht nur dazu, die Quantentroge
20 voneinander zu separieren und die Ladungstrager
(Elektronen und Ldécher) in den Quantentrégen einzu-
schlielRen, sondern weiterhin dazu, eine Kompensation
der hohen Brechzahlen der Quantentrége 20 zu realisie-
ren, insbesondere soll die Brechzahl der Barriereschich-
ten 22, 22a, 22b niedriger sein als die Brechzahl der an-
grenzenden Wellenleiterschichten 12, 16. Die aktive
Schicht 10 mit ihrer erfindungsgemafien Quantentopf-
struktur 20, 22, 22a, 22b kann in unterschiedlichen Sym-
metrien zu den elektrischen Kontakten (Fig. 3a und 3c:
asymmetrisch zum n-Kontakt/p-Kontakt hin bzw. Fig. 3b:
symmetrisch) angeordnet sein, besonders bevorzugt
asymmetrisch zum p-Kontakt hin.

[0038] Wird beispielsweise der Phosphorgehalt der
Barriereschichten 22, 22a, 22b der herkdmmlichen
Struktur der Fig. 1 erhdht (beispielsweise von 0.2 auf
0.45), steigt die Bandliicke an und somit nimmt die Brech-
zahl der Barriereschichten 22, 22a, 22b ab (Fig. 3a-3c).
Die Reduzierung der Brechzahl der Barriereschichten
22, 22a, 22b kompensiert dann die hohe Brechzahl der
Quantentrége 20. Dadurch ergibt sich ein nicht so starker
Abfall der Intensitat der gefiihrten Mode von der aktiven
Schicht weg und eine Reduktion der Fernfeldschultern.
Dadurch kann der Fernfeldwinkel, innerhalb dessen 95
% der Strahlungsleistung eingeschlossen ist, auf 25,5°
reduziert werden (Fig. 4 und 5). Diese erfindungsgema-
Ren Laserdioden sind transversalelektrisch polarisiert
(wegen der Druckverspannung der Quantentrége 20).
[0039] Ein weiteres bevorzugtes Ausfiihrungsbeispiel
sind Laserdioden im Wellenlangenbereich von 730nm
bis 810nm. Dort bestehen die Quantentrége herkdmm-
licherweise aus zugverspanntem GaAsP, welche in na-
hezu gitterangepasste Al(0.3)Ga(0.7)As-Barrieren ein-
gebettet werden. Durch Erhdéhung des Al-Gehaltes
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nimmt die Bandliicke der Barriereschichten zu und somit
die Brechzahl der Barriereschichten ab, sodass wieder-
um die hohe Brechzahl der Quantentrége kompensiert
wird. Diese Laserdioden sind transversal-magnetisch
polarisiert (wegen der Zugverspannung in den Quanten-
trégen).

[0040] Andere Barrierenmaterialien wie vorzugsweise
InGaP kénnen den gleichen Effekt ergeben. Dadurch
kénnen kleinere Fernfeldwinkel fir eine vordefinierte
Wellenleiterschichtdicke erreicht werden.

[0041] Fig. 5 zeigt den Vergleich der Intensitatsvertei-
lung der Strahlung einer erfindungsgemafen Laserdiode
und einer herkdmmlichen Laserdiode im Fernfeld.
[0042] Zwei an sich identische Laserdioden mit einer
Wellenlange von 975 nm wurden hergestellt, wobei eine
herkdmmliche Laserdiode (in Fig. 5: durchgezogene Li-
nie) konventionelle GaAs(0.8)P(0.2) Barriereschichten
nutzt. Die erfindungsgemafie Laserdiode wurde derart
modifiziert, dass die GaAs(0.8)P(0.2) Barriereschichten
durch GaAs(0,55)P(0,45) Barriereschichten ersetzt wur-
den. Fig. 5 zeigt die gemessene (vertikale) Fernfeidver-
teilung. Die erfindungsgemale Laserdiode weist einen
um 7° reduzierten vertikalen Fernfeldwinkel (95 % Leis-
tungseinschluss) auf.

[0043] Fig. 6 zeigt die externe Quanten-Effizienz (An-
stieg geteilt durch Photonen-Energie in eV) als Funktion
des vertikalen Fernfeldwinkels (95 % Leistungsein-
schluss) fur sieben unterschiedliche, herkémmliche La-
serdioden (als Quadrat dargestellt) mit einer Wellenlan-
ge 975 nm und einer erfindungsgemafRen Laserdiode mit
Barriereschichten mit erhéhten Phosphorgehalt (als
Dreieck dargestellt). Die optimierten Barrieren der erfin-
dungsgemalen Laserdiode erlauben die Nutzung eines
dinneren Wellenleiters fiir einen bestimmten Fernfeld-
winkel, wodurch sich verbesserte optische Eigenschaf-
ten ergeben.

[0044] Durch eine Optimierung der Brechzahl der Bar-
rieren der aktiven Schichtlasst sich auch die laterale Wel-
lenleitung beeinflussen. Typischerweise soll durch eine
laterale Wellenleitung erreicht werden, dass mdglichst
wenige laterale Moden die Laserschwelle erreichen, im
Idealfall nur die laterale Mode niedrigster Ordnung (die
Grundmode) und keine laterale Moden héherer Ord-
nung. Das Lasern mehrerer lateraler Moden fihrt im All-
gemeinen zu einer Verschlechterung der lateralen
Strahlqualitat und damit lasst sich der Laserstrahl
schlechter fokussieren und in optische Systeme einkop-
peln. Eine laterale Wellenleitung kann z.B. durch das
Wegatzen eines Teils der Halbleiterschichten seitlich des
stromfiihrenden Kontaktstreifens erreicht werden. Da-
durch wird ein sogenannter Rippenwellenleiter 100 (Fig.
7 und 8) erzeugt. Die Dicke der seitlich des stromfiihren-
den Bereiches nicht geatzten Halbleiterschichten ist die
Restschichtdicke 102.

[0045] Damit nur die laterale Grundmode die Laser-
schwelle erreicht, muss die Breite des Rippenwellenlei-
ters 100 hinreichend klein gewahlt werden. In Abhéngig-
keit von Wellenlange, Schichtstruktur und Restschicht-
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dicke 102 betragt diese Breite bei einer konventionellen
aktiven Zone (Fig. 7) typischerweise 1 bis 3 Mikrometer.
Die Restschichtdicke liegt vorzugsweise im Bereich zwi-
schen 0 pm und 1 pum, noch bevorzugter zwischen 0.1
pmund 0.5 um. Da die Ausgangleistung proportional zur
Breite der Intensitatsverteilung der Mode ist und diese
wiederum im Wesentlichen durch die Breite des Rippen-
wellenleiters 100 gegeben ist, ist die maximale Aus-
gangsleistung derartiger Laser auf 100 mW bis 500 mW
beschrankt. Um grofRere Ausgangsleistungen zu errei-
chen, muss die Breite des Rippenwellenleiters 100 auf
Werte groRRer 3 Mikrometer erhdht werden. Damitkdnnen
jedoch laterale Moden hoherer Ordnung die Laser-
schwelle erreichen und die Strahlqualitat verschlechtert
sich.

[0046] Durch das Design der aktiven Schicht und ins-
besondere die Wahl des Barrierenmaterials kann jedoch
erreicht werden, dass die Uberlappung der Intensitéts-
verteilung lateraler Moden héherer Ordnung mit der ak-
tiven Schicht 10 sich verringert und somit das Erreichen
der Laserschwelle dieser Moden erschwert wird.

[0047] Fig. 7 zeigt den schematischen Querschnitt
durch einen Laser miteiner herkdmmlichen Schichtstruk-
tur sowie die Intensitatsverteilungen der Grundmode und
der lateralen Mode 1. Ordnung. Fig. 8 zeigt den schema-
tischen Querschnitt durch einen Laser mit erfindungsge-
mafRen der Schichtstruktur (Quantentopfstruktur) sowie
die Intensitatsverteilungen der Grundmode und der late-
ralen Mode 1. Ordnung einer Schichtstruktur mit der neu-
en aktiven Schicht mit Barrieren mit reduzierter Brech-
zahl. Die Intensitatsverteilungen wurden mit einem zwei-
dimensionalen skalaren Modenberechnungsprogramm
erhalten. Sowohl die Intensitat der Grundmode als auch
die der 1. Obermode sind im Bereich des Rippenwellen-
leiters 100 und der aktiven Schicht 10 lokalisiert (Fig. 7).
Damit kénnen beide Moden die Laserschwelle erreichen.
[0048] Wahrend die Intensitat der Grundmode weiter-
hin im Bereich des Rippenwellenleiters 100 und der ak-
tiven Schicht 10 lokalisiert sind, verteilt sich ein grof3er
Teil der Intensitat der 1. Obermode aulerhalb des Rip-
penwellenleiters 100 und in der 1. Wellenleiterschicht 12
(Fig. 8). Daher kann die 1. Obermode die Laserschwelle
nicht mehr erreichen.

[0049] Besonders vorteilhaft ist die Wirkung des Rip-
penwellenleiters in Kombination mit den neuen Barrie-
renschichten fiir sehr breite Wellenleiter mit Dicken gro-
Rer 0.5 Mikrometer, noch bevorzugter grof3er 3 Mikro-
meter. ErfindungsgemaR ist die Gesamtdicke der Wel-
lenleiter gréBer 2 wm. Noch vorteilhafter ist die Wirkung,
wenndie aktive Schichtasymmetrisch innerhalb der Wel-
lenleiterschichten angeordnet, wobei die Dicke der zwei-
ten Wellenleiterschicht 16 kleiner als die Dicke der ersten
Wellenleiterschicht 12, zum Beispiel die Dicke der ersten
Wellenleitersicht 12 gleich 3 Mikrometer und Dicke der
zweiten Wellenleiterschicht 16 gleich 1 Mikrometer ist.
Dies erlaubt, die Breite des Rippenwellenleiters 100 auf
Werte gréRer 4 Mikrometer zu erhéhen ohne das laterale
Obermoden die Laserschwellen erreichen.
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[0050] Vorzugsweise ist die Breite des Rippenwellen-
leiters in Abhangigkeit von der Dicke der Wellenleiter-
schichten gewahlt. Besonders bevorzugt betragt die
Breite des Rippenwellenleiters gleich oder groRer der
Summe der Dicke von erster Wellenleiterschicht und
zweiter Wellenleiterschicht.

[0051] Fig. 9 zeigt die Abhangigkeit der Fernfelddiver-
genz von der Gesamtwellenleiterdicke fiir eine her-
kémmliche Quantentrogstruktur und eine erfindungsge-
mafRe Quantentrogstruktur. Es ist zu erkennen, dass die
Fernfelddivergenz fir erfindungsgemafRe Quanten-
trogstrukturen (bei denen die Barriereschichten eine
Brechzahl aufweisen, die kleiner oder gleich als die
Brechzahl der jeweils angrenzenden Wellenleiterschicht
ist, hier gekennzeichnet durch die durchgezogene Linie
fur GaAs(0.55)P(0.45)) erst fur relativ dicke Gesamtwel-
lenleiterdicken ab 2 uwm deutlich geringer als die Fern-
felddivergenz fir herkémmliche Quantentrogstrukturen
(gestrichelte Linie) ist. Ein Optimum zwischen geringer
Fernfelddivergenz und geringem Bahnwiderstand ergibt
sich zwischen 2 und 6 um Gesamtwellenleiterdicke, ins-
besondere flir asymmetrische Wellenleiter.

Bezugszeichen liste

[0052]

10 aktive Schicht

12 erste Wellenleiterschicht
14 erste Mantelschicht

16 zweite Wellenleiterschicht
18 zweite Mantelschicht

20 Topfschicht

22 Barriereschicht

22a  der ersten Weflenfeiterschicht nachstgelegene

Barriereschicht

22b  der zweiten Wellenleiterschicht nadchstgelegene
Barriereschicht

24 Schulter

100 Rippenwellenleiter

102  Restschichtdicke

Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Halbleiterbauelement, aufwei-
send:
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eine aktive Schicht (10), die zur Strahlungser-
zeugung geeignet ist, eine erste Wellenleiter-
schicht (12), die auf einer ersten Seite der akti-
ven Schicht (10) angeordnetist, eine erste Man-
telschicht (14), die auf der ersten Wellenleiter-
schicht (12) angeordnet ist, eine zweite Wellen-
leiterschicht (16), die auf einer zweiten Seite der
aktiven Schicht (10) angeordnet ist, und eine
zweite Mantelschicht (18), die auf der zweiten
Wellenleiterschicht (16) angeordnet ist,

wobei die aktive Schicht (10) eine Quantentopf-
struktur aufweist, bei der mindestens eine Topf-
schicht (20) und mindestens zwei Barriere-
schichten (22) abwechselnd aufeinander ge-
schichtet sind,

wobei

die Summe der Dicke der ersten Wellenleiter-
schicht (12) und der zweiten Wellenleiterschicht
(16) groRer als 2 pwm betragt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die jeweils der ersten Wellen-
leiterschicht (12) und der zweiten Wellenleiter-
schicht (16) nachstgelegenen Barriereschich-
ten (22a, 22b) eine Brechzahl aufweisen, die
kleiner oder gleich als die Brechzahl der jeweils
angrenzenden Wellenleiterschicht (12, 16) ist.

Halbleiterbauelement nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Summe der Dicke der ersten Wellenleiterschicht
(12) und der zweiten Wellenleiterschicht (16) grofier
als 4 pm.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Dicke der ersten Wellenleiterschicht (12) grof3er
als die Dicke der zweiten Wellenleiterschicht (16) ist.

Halbleiterbauelement nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Verhéltnis der Dicke der ersten Wellenleiter-
schicht (12) zur Dicke der zweiten Wellenleiter-
schicht (16) zwischen 1.5 und 10, bevorzugt zwi-
schen 2 und 5 betragt.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein Rippenwellenleiter (100) im Bereich der zweiten
Wellenleiterschicht (16) und der zweiten Mantel-
schicht (18) vorgesehen ist.

Halbleiterbauelement nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Breite des Rippenwellenleiters (100) gréRer 2
wm, bevorzugt gréRer als 4 um betragt.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
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10.

1.

12.

13.

14.

den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

alle Barriereschichten (22, 22a, 22b) eine Brechzahl
aufweisen, die kleiner oder gleich als die Brechzahl
der jeweils angrenzenden Wellenleiterschicht (12,
16) ist.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die jeweils der ersten Wellenleiterschicht (12)
und/oder der zweiten Wellenleiterschicht (16)
nachstgelegenen Barriereschichten (22a, 22b) eine
Schichtdicke von kleiner als 12 nm aufweisen.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

samtliche Topfschichten (20) der Quantentopfstruk-
tur die gleiche Brechzahl und/oder die gleiche Dicke
aufweisen.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

samtliche Barriereschichten (22) der Quantentopf-
struktur die gleiche Brechzahl und/oder die gleiche
Dicke aufweisen.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Differenz zwischen der Brechzahl der ersten
Wellenleiterschicht (12) und der nachstgelegenen
Barriereschicht (22a) zwischen +0.01 und +0.4 be-
tragt und/oder die Differenz zwischen der zweiten
Wellenleiterschicht (16) und der nachstgelegenen
Barriereschicht (22b) zwischen +0.01 und +0.4 be-
tragt.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Topfschicht (20) und/oder die Barriereschichten
(22) einen Verbindungshalbleiter mit dem Element
Phosphor oder Aluminium enthalt, wobei der Phos-
phorgehalt der mindestens einen Topfschicht (20)
geringer als der Phosphorgehalt der mindestens
zwei Barriereschichten (22) ist.

Halbleiterbauelement nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Unterschied in den Elementanteilen der mindes-
tens zwei Barriereschichten (22) gréRer als 0.2 ist.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
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die Brechzahl der Wellenleiterschichten (12, 16) uni-
formist und/oder die Brechzahl der Mantelschichten
(14, 18) uniform ist.

Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 5
bis 14,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Breite des Rippenwellenleiters in Abhangigkeit
von der Dicke der Wellenleiterschichten gewahlt ist.

Claims

1.

An optoelectronic semiconductor element, compris-
ing:

an active layer (10) which is suitable for gener-
ating radiation, a first waveguide layer (12)
which is arranged on a first side of the active
layer (10), a first cladding layer (14) which is
arranged on the first waveguide layer (12), a
second waveguide layer (16) which is arranged
on a second side of the active layer (10), and a
second cladding layer (18) which is arranged on
the second waveguide layer (16), wherein the
active layer (10) has a quantum well structure,
in which at least one well layer (20) and at least
two barrier layers (22) are arranged in alternat-
ing layers,

wherein the sum of the thickness of the first
waveguide layer (12) and the second waveguide
layer (16) is greater than 2 um,

characterized in that

the barrier layers (22a, 22b) nearest in each
case to the first waveguide layer (12) and the
second waveguide layer (16) have a refractive
index which is less than or equal to the refractive
index of the adjacent waveguide layer (12, 16)
in each case.

The semiconductor element according to Claim 1,
characterized in that

the sum of the thickness of the first waveguide layer
(12) and the second waveguide layer (16) is greater
than 4 pm.

The semiconductor element according to any one of
the preceding claims,

characterized in that

the thickness of the first waveguide layer (12) is
greater than the thickness of the second waveguide
layer (16).

The semiconductor element according to Claim 3,
characterized in that

the ratio of the thickness of the first waveguide layer
(12) to the thickness of the second waveguide layer
(16) is between 1.5 and 10, preferably between 2
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10.

1.

12.

and 5.

The semiconductor element according to any one of
the preceding claims,

characterized in that

a ribbed waveguide (100) is provided in the area of
the second waveguide layer (16) and the second
cladding layer (18).

The semiconductor element according to Claim 5,
characterized in that

the width of the ribbed waveguide (100) is greater
than 2 um, preferably greater than 4 pum.

The semiconductor element according to any one of
the preceding claims,

characterized in that

all of the barrier layers (22, 22a, 22b) have a refrac-
tive index, which is less than or equal to the refractive
index of the adjacent waveguide layer (12, 16) in
each case.

The semiconductor element according to any one of
the preceding claims,

characterized in that

the barrier layers (22a, 22b) nearest in each case to
the first waveguide layer (12) and/or the second
waveguide layer (16) have a layer thickness of less
than 12 nm.

The semiconductor element according to any one of
the preceding claims,

characterized in that

allofthe well layers (20) of the quantumwell structure
have the same refractive index and/or the same
thickness.

The semiconductor element according to any one of
the preceding claims,

characterized in that

all of the barrier layers (22) of the quantum well struc-
ture have the same refractive index and/or the same
thickness.

The semiconductor element according to any one of
the preceding claims,

characterized in that

the difference between the refractive index of the
firstwaveguide layer (12) and the nearestbarrier lay-
er (22a) is between +0.01 and +0.4 and/or the dif-
ference between the second waveguide layer (16)
and the nearest barrier layer (22b) is between +0.01
and +0.4.

The semiconductor element according to any one of
the preceding claims,
characterized in that
the well layer (20) and/or the barrier layers (22) in-
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clude(s) a connecting semiconductor with the ele-
ment phosphorus or aluminum, whereby the phos-
phorus content of the at least one well layer (20) is
less than the phosphorus content of the at least two
barrier layers (22).

The semiconductor element according to claim 12,
characterized in that

the difference in the element proportions of the at
least two barrier layers (22) is greater than 0.2.

The semiconductor element according to any one of
the preceding claims,

characterized in that

the refractive index of the waveguide layers (12, 16)
is uniform and/or the refractive index of the cladding
layers (14, 18) is uniform.

The semiconductor element according to any one of
Claims 5 to 14,

characterized in that

the width of the ribbed waveguide is selected as a
function of the thickness of the waveguide layers.

Revendications

1.

Composant semi-conducteur

présentant :

optoélectronique,

une couche active (10), qui est appropriée pour
la production d’'un rayonnement, une premiere
couche de guide d’ondes (12), qui est disposée
sur un premier c6té de la couche active (10),
une premiéere couche d’enveloppe (14), qui est
disposée sur la premiére couche de guide d’on-
des (12), une deuxiéme couche de guide d’on-
des (16) qui est disposée sur un deuxiéme cété
de la couche active (10), et une deuxieéme cou-
che d’enveloppe (18) qui est disposée sur la
deuxiéme couche de guide d’'ondes (16), la cou-
che active (10) présentant une structure de puits
quantique dans laquelle au moins une couche
de puits (20) et au moins deux couches barriéres
(22) sont empilées les unes sur les autres de
facgon alternée,

la somme de I'épaisseur de la premiére couche
de guide d’'ondes (12) et de la deuxieme couche
de guide d’ondes (16) étant supérieure a 2 um,
caractérisé en ce que

les couches barriéres (22a, 22b) respective-
ment les plus proches de la premiére couche de
guide d’'ondes (12) et de la deuxiéme couche de
guide d’'ondes (16) présentent un indice de ré-
fraction qui est inférieur ou égal a l'indice de ré-
fraction de la premiéere couche de guide d’'ondes
(12, 16) respectivement adjacente.
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2,

Composant semi-conducteur selon la revendication
1,

caractérisé en ce que

la somme de I'épaisseur de la premiéere couche de
guide d’'ondes (12) et de la deuxiéme couche de gui-
de d’ondes (16) est supérieure a 4 pm.

Composant semi-conducteur selon une des reven-
dications précédentes,

caractérisé en ce que

I'épaisseur de la premiere couche de guide d’'ondes
(12) estsupérieure al’épaisseur de ladeuxiéme cou-
che de guide d’'ondes (16).

Composant semi-conducteur selon la revendication
3,

caractérisé en ce que

le rapport de I'épaisseur de la premiére couche de
guide d’'ondes (12) al’épaisseur de la deuxieéme cou-
che de guide d’'ondes (16) est compris entre 1,5 et
10, de préférence entre 2 et 5.

Composant semi-conducteur selon une des reven-
dications précédentes,

caractérisé en ce

qu’il est prévu un guide d’ondes nervuré (100) dans
la zone de la deuxiéme couche de guide d’'ondes
(16) et de la deuxiéme couche d’enveloppe (18).

Composant semi-conducteur selon la revendication
5,

caractérisé en ce que

la largeur du guide d’ondes nervuré (100) est supé-
rieure a 2 pm, de préférence supérieure a 4 pm.

Composant semi-conducteur selon une des reven-
dications précédentes,

caractérisé en ce que

toutes les couches barrieres (22, 22a, 22b) présen-
tent un indice de réfraction qui est inférieur ou égal
alindice de réfraction de la couche de guide d’'ondes
(12, 16) respectivement adjacente.

Composant semi-conducteur selon une des reven-
dications précédentes,

caractérisé en ce que

les couches barriéres (22a, 22b) respectivement les
plus proches de la premiére couche de guide d’on-
des (12) et/ou de la deuxiéme couche de guide d’on-
des (16) présentent une épaisseur de couche infé-
rieure a 12 nm.

Composant semi-conducteur selon une des reven-
dications précédentes,

caractérisé en ce que

toutes les couches de puits (20) de la structure de
puits quantique présententle méme indice de réfrac-
tion et/ou la méme épaisseur.
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Composant semi-conducteur selon une des reven-
dications précédentes,

caractérisé en ce que

toutes les couches barriéres (22) de la structure de
puits quantique présentent le méme indice de réfrac-
tion et/ou la méme épaisseur.

Composant semi-conducteur selon une des reven-
dications précédentes,

caractérisé en ce que

la différence entre 'indice de réfraction de la premiée-
re couche de guide d’'ondes (12) et de la couche
barriere (22a) la plus proche est comprise entre
+0,01 et +0,4 et/ou en ce que la différence entre la
deuxiéme couche de guide d’ondes (16) etla couche
barriere (22b) la plus proche est comprise entre
+0,01 et +0,4.

Composant semi-conducteur selon une des reven-
dications précédentes,

caractérisé en ce que

la couche de puits (20) et/ou les couches barriéres
(22) contiennent un semi-conducteur composé avec
I'élément phosphore ou aluminium, la teneur en
phosphore de la couche de puits (20) au moins au
nombre de un étant plus faible que la teneur en phos-
phore des couches barrieres (22) au moins au nom-
bre de deux.

Composant semi-conducteur selon la revendication
12,

caractérisé en ce que

la différence dans les proportions d’éléments des
couches barriéres (22) au moins au nombre de deux
est supérieure a 0,2.

Composant semi-conducteur selon une des reven-
dications précédentes,

caractérisé en ce que

l'indice de réfraction des couches de guide d’'ondes
(12, 16) est uniforme et/ou en ce que l'indice de ré-
fraction des couches d’enveloppe (14, 18) est uni-
forme.

Composant semi-conducteur selon une des reven-
dications 5 a 14,

caractérisé en ce que

la largeur du guide d’ondes nervuré est choisie en
fonction de I'épaisseur des couches de guide d’on-
des.
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